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高いガスをノマッケージ内に封入することを特徴とする技術である。この技術を用いてEC L (Emi tterｭ
coupled logic) 素子を PG A CPin grid array) ノマッケージに実装した。間隙幅はチップ中央で15--44 




第 4 章では，第 3 章で述べた成果を基に， DSSD技術を適用したマルチチップモジュールの放熱に
関する研究成果について述べているO チップ搭載数が 9 と 16，寸法66x 66rnIflの 2 種類のモジュールを試
作し放熱特性を評価した。その結果，モジュール内に搭載された各チップの熱抵抗はほとんど均一で，
隣り合うチップの熱干渉をあまり受けずに，高い放熱特性を示すことが明らかにされた。
第 5 章では，より高速度のECL素子や高速 GaAs 素子等に適したノマッケージ基板技術の将来方向に
対する 2 つのアプローチに関する研究成果を述べているO はじめに，素子の消費電力の増大に対応する
ため，アルミナセラミックに変わり熱伝導度が高く，熱膨張係数がシリコンに近いシリコンカーバイド
(SiC) セラミック基板を用いたパッケージを試作し，フリップチップボンディングしたチッフ。の放熱
特性と温度サイクル寿命を評価した。その結果，従来のパッケージに比べ約 2 倍の放熱特性と， 50倍の
寿命を有することを確認した。次に，素子の高速化に対し，パッケージの電気特性を改善するため，セ
ラミック基板と，表面に配線を形成した有機絶縁フィルムとの複合パッケージ“ Composite type packｭ
age" を試作し，電気特性を評価した。この結果，配線抵抗と配線間容量の小さなノマッケージであるこ
とを実証した。これらの結果から，将来のパッケージ基板技術の可能性を見出した。


















従来のものと比べて 2 倍の放熱特性と 50倍の接合部寿命を有することを確認した。また，表面配線をし
た有機絶縁フィルムとセラミック基板との複合パッケージを考案し，これが従来のアルミナパッケージ
に比べ配線抵抗約14 C--0.1Q) 配線開容量約13 CO.6APF) という優れた電気特性を持つことを実証し
た。
これらの研究は，益々高速化して行く計算機への高速集積回路素子実装技術に関し将来の指針を与え
るものであり，博士論文として価値あるものと認める o
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